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【はじめに】深紫外波長のエキシマレーザを代替する小型半導体レーザは、フォトリソグラフ

ィやレーザアブレーションなど幅広い分野での需要が存在するが、光子エネルギーが高い UV-

C波長(200~280 nm)では電流励起によるレーザ発振は難しい[1]。そこで、ワット級の出力が既

に実現されている InGaN 系青色・緑色レーザと非線形光学材料を組み合わせた第 2 次高調波

発生(SHG)が現実的な解と考えられる。本研究では、疑似位相整合(QPM)による高効率変換を

実現するため、積層方向に分極反転させた構造を作製し(図 1 (a))、その基礎特性を評価したの

で報告する。 

【実験と考察】2インチ c 面サファイア基板上にスパッタ法で AlNを 200 nm成膜し、1700℃ 

3時間の FFA法（Face-to-Face Annealing) [2]でウェハ接合を行った。ウェハ端部からブレード

を挿入することでサファイア基板を剥離し、QPM 構造に向けた−c AlN/+c AlN 接合を形成し

た。サファイアを剥離した AlN表面を AFMで観察すると、結晶面で剥離しており光学素子の

作製に耐えうる表面粗さ(Rq = 0.90 nm)であることがわかった。倍率 1500 万倍で観察した

HAADF-STEM 像からは、Al 極性と N 極性が接合界面で急峻に切り替わっている様子を確認

できる(図 1 (b))。XRD 2θ-ω 測定から見積もられた c 軸格子定数は 4.990 Åであり、単層でア

ニールした場合の値 4.988 Å から大きく離れることはなかった[2]。FFA 法はグレイン径を拡

大させる効果を期待でき、(10-12)の XRC半値幅は as grown の 6720arcsec から 302arcsecにま

で改善された (図 1(c))。光学特性については当日報告する。 

 

[1] M. Martens, et al., PTL 26 (2014)342. [2] H. Miyake, et al., JCG 456 (2016)155.  
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図 1 (a) FFAにより作製した−c AlN/+c AlN構造 (b)接合界面の HAADF-STEM像(赤丸は Al原子、

黄丸は N原子を模式的に示している) (c) (10-12) XRC測定結果 
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